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(57)【要約】        （修正有）
【課題】  従来の液晶表示装置の製造方法は、スイッチ
ング素子の半導体層を、ドライエッチング工法を用いて
パタンニングする工程において、半導体層島化パタン以
外の部分に、ドライエッチングプロセスにおいて発生す
るポリマをゲート絶縁膜上に再付着させてしまい、これ
が異物となって後のフォトレジストパタンの変形や、ピ
ンホールを発生させることになり、配線間のショート不
良が増加し、製造工程における歩留まりの低下を引き起
こす。
【解決手段】  半導体層のパタンニング時に発生するポ
リマを除去し、ショート不良を低減し製造工程における
歩留まりの向上を達成するために、半導体層のパタンニ
ングをドライエッチ工法を利用して行い、エッチングし
た後、次の薄膜堆積前に希ＨＦにてエッチングすること
によって、半導体層のパタンニング時に発生するポリマ
を除去し、配線間のショート不良を低減し製造工程にお
ける歩留まりの向上につなげる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  絶縁性透明基板上にマトリックス状に配
列された複数の画素電極と、前記複数の画素電極に対応
して配列された薄膜トランジスタからなる複数のスイッ
チング素子と、この複数のスイッチング素子のゲート電
極を兼ね、前記複数のスイッチング素子に走査信号を供
給する走査信号供給配線と、前記複数のスイッチング素
子を介して前記複数の画素電極に映像信号を供給する映
像信号供給配線と、前記複数の走査信号供給配線上に積
層して前記複数のスイッチング素子のゲート絶縁膜とな
る第１の絶縁体層と、前記複数の映像信号供給配線上に
前記複数のスイッチング素子の保護膜となる第２の絶縁
体層と、前記走査信号供給配線及び映像信号供給配線及
びゲート絶縁膜と同層同材料の誘電体で構成される蓄積
容量を少なくともアレー部分の構成要素とし、前記薄膜
トランジスタの構成要素である半導体層のパタンニング
をドライエッチ工法で行い、その後、次の薄膜堆積前に
希ＨＦにてエッチングすることで、前記ゲート絶縁膜上
に前記パタンニングで生じるポリマが付着することを抑
制する液晶表示装置の製造方法。
【請求項２】  希ＨＦでエッチングする工程が、半導体
層のパタンニングレジストを剥離した後に行われること
を特徴とする請求項１記載の液晶表示装置の製造方法。
【請求項３】  希ＨＦの濃度の上限値がＨＦ：Ｈ
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１：５００であることを特徴とする請求項１記載の液晶
表示装置の製造方法。
【請求項４】  請求項１から請求項３のいずれか一つに
記載の液晶表示装置の製造方法を有する液晶表示装置の
製造装置。
【請求項５】  請求項１から請求項３のいずれか一つに
記載の液晶表示装置の製造方法で製造される液晶表示装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、アクティブマトリ
ックス方式の液晶表示装置、およびその製造方法および
その製造装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】液晶を応用した表示装置は、低電力、軽
量さと従来のディスプレイにない特徴をもち、中でも画
素毎にスイッチング素子をもつ薄膜トランジスタ（以下
ＴＦＴと略す）を用いたアクティブマトリクス方式の液
晶表示装置は、クロストークの少ない鮮明な画像表示が
得られることから、ノートパソコンやカーナビゲーショ
ンのディスプレイ等に使用され、さらに近年では大型デ
ィスプレイモニターとして急速に利用されるようになっ
てきた。
【０００３】以下、従来のアクティブマトリックス方式
の液晶表示装置の一例について、図面を用いて説明す
る。図３は従来のアクティブマトリックス方式の液晶表

2
示装置のＴＦＴを有するアレー部分の概略図であり図４
は図３におけるＡ－Ａ’断面図である。図５は図３にお
けるＢ－Ｂ’断面図である。図中、２はアレー部分にお
けるガラス基板１上にマトリックス状に配列されたＴＦ
Ｔのゲート電極を兼ね、そのＴＦＴのゲート電極に走査
信号を供給する走査信号供給配線、３は走査信号供給配
線２上に積層した第１の絶縁体層で、そのＴＦＴのゲー
ト絶縁膜、４はＴＦＴのゲート絶縁膜３の上に形成され
たＴＦＴのチャンネル領域を形成するアモルファスシリ
コン半導体膜、７は複数個がマトリックス状に配列され
た画素電極であり、この画素電極７に対応してＴＦＴが
配列されている。
【０００４】５はＴＦＴのアモルファスシリコン半導体
膜４に接続したソース電極を兼ね、ドレイン電極１１を
介し画素電極７に第２の絶縁層の開口パタン８を通じて
映像信号を供給する映像信号供給配線である。６は保護
膜としてのパッシベーション絶縁膜である。１０は蓄積
容量上部電極である。９は共通電極信号供給配線で、走
査信号供給配線２と同層かつ同時にパタン形成される。
１２も共通電極信号供給配線で、映像信号供給配線５と
同層かつ同時にパタン形成される。両者の共通電極信号
供給配線は、接続部１３により第２の絶縁層の開口パタ
ン１４を介して電気的に接続されている。
【０００５】以上のように構成された液晶表示装置につ
いてその動作を説明する。まず、走査信号供給配線２に
電圧が印加され、ＴＦＴのアモルファスシリコン半導体
膜４にＴＦＴのチャンネルが形成されると、映像信号供
給配線５からの映像信号がＴＦＴのチャンネルを通過し
てドレイン電極１１に流れ込み、画素電極７に伝わり、
その画素電極７と平行に対向するカラーフィルタ部分に
設けられた対向電極との間の電界により、画素電極７と
対向電極の間に注入された液晶の配向を任意に可変し、
光透過率を調整することによって所望の画像を作り出
す。画素電極７は、蓄積容量上部電極１０と接続されて
おり、共通電極信号供給配線９との間で蓄積容量を形成
し、走査信号が次のフレームで印可されるまでの間、画
素電極電位を保持できるようにする。
【０００６】このような液晶表示装置の作成工程として
は、走査信号供給配線を選択エッチング形成する第１の
工程、スイッチング素子のチャンネル部をエッチング形
成する第２の工程、映像信号供給配線を選択エッチング
形成する第３の工程、上記絶縁体層を選択エッチングし
上記走査信号供給配線および映像信号供給配線を表面に
開口する第４の工程、画素電極を選択エッチング形成す
る第５の工程、上記走査信号供給配線層または上記映像
信号供給配線層のいずれか一方で実装端子を形成し、そ
の上に異方性導電膜等を用いて圧着実装する第６の工程
を要する。工程の順番は上記のように第１の工程から第
６の工程へと行われるのが一般的である。
【０００７】
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【発明が解決しようとする課題】上記のような従来の液
晶表示装置における製造方法は、スイッチング素子の半
導体層層を、ドライエッチング工法を用いてパタンニン
グする工程において、半導体層島化パタン以外の部分
に、ドライエッチングプロセスにおいて発生するポリマ
（レジストとＳｉとドライエッチングガス成分からなる
複合物）をゲート絶縁膜上に再付着させてしまい、これ
が異物となって後のフォトレジストパタンの変形や、ピ
ンホールを発生させることになる。これにより、配線間
のショート不良が増加し、製造工程における歩留まりの
低下を引き起こす事になる。
【０００８】本発明は、上記問題を解決し、半導体層の
パタンニング時に発生するポリマを除去し、ショート不
良を低減し製造工程における歩留まりの向上につなげる
ことを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】この目的を達成するため
に、半導体層のパタンニングをドライエッチ工法を利用
して行い、エッチングした後、次の薄膜堆積前に希ＨＦ
にてエッチングすることによって、半導体層のパタンニ
ング時に発生するポリマを除去し、配線間のショート不
良を低減し製造工程における歩留まりの向上につなげる
ことを目的とする。
【００１０】
【発明の実施の形態】本発明の請求項１に記載の発明
は、マトリックス状に配列された複数の画素電極と、こ
の複数の画素電極に対応して配列されたＴＦＴからなる
複数のスイッチング素子と、この複数のスイッチング素
子のゲート電極を兼ね、前記複数のスイッチング素子に
走査信号を供給する走査信号供給配線と、前記複数のス
イッチング素子を介して前記複数の画素電極に映像信号
を供給する映像信号供給配線と、前記複数の走査信号供
給配線上に積層して前記複数のスイッチング素子のゲー
ト絶縁膜となる第１の絶縁体層と、前記複数の映像信号
供給配線上に前記複数のスイッチング素子の保護膜とな
る第２の絶縁体層と、前記走査信号供給配線及び映像信
号供給配線及びゲート絶縁膜と同層同材料の誘電体で構
成される蓄積容量をアレー部分の構成要素とし、前記薄
膜トランジスタの構成要素である半導体層のパタンニン
グをドライエッチ工法を利用して行い、エッチング後、
次の薄膜堆積前に希ＨＦにてエッチングするようにした
液晶表示装置の製造方法であり、半導体層のパタンニン
グ時に発生するポリマを除去し、配線間のショート不良
を低減し製造工程における歩留まりの向上につなげるこ
とができる。
【００１１】以下、本発明の実施の形態について、図面
を用いて説明する。
【００１２】（実施の形態）図１は本発明の実施の形態
におけるアクティブマトリックス方式の液晶表示装置の
製造方法のうち本発明に関連する部分を示したフロー図
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であり、図２は従来の液晶表示装置の製造方法のうち本
発明に関連する部分と比較できる部分を示したフロー図
である。図３は本発明の実施の形態におけるアクティブ
マトリックス方式の液晶表示装置の概略図である。図４
は図３におけるＡ－Ａ’の断面図である。図５は図３に
おけるＢ－Ｂ’の断面図である。図３、図４、図５の同
じ部分については同じ符号を付す。
【００１３】図３、図４、図５において、１はガラス基
板、２はアレー部分におけるガラス基板１上にマトリッ
クス状に配列されたＴＦＴのゲート電極を兼ね、そのＴ
ＦＴのゲート電極に走査信号を供給する走査信号供給配
線、３は走査信号供給配線２上に積層した第１の絶縁体
層で、そのＴＦＴのゲート絶縁膜、４はＴＦＴのゲート
絶縁膜３の上に形成されたＴＦＴのチャンネル領域を形
成するアモルファスシリコン半導体膜、５はＴＦＴのア
モルファスシリコン半導体膜４に接続したソース電極を
兼ね、ドレイン電極１１を介して画素電極７に映像信号
を供給する映像信号供給配線、１１はＴＦＴのアモルフ
ァスシリコン半導体膜４に接続したドレイン電極、７は
複数個がマトリックス状に配列された画素電極であり、
この画素電極７に対応してＴＦＴが配列されている。
【００１４】６は保護膜で例えばＳｉＮ

X
、ＳｉＯ

2
、ア

クリル樹脂、ポリイミド、ポリアミド、ポリカーボネー
トまたはこれらの積層膜であり、ＴＦＴのパッシベーシ
ョン絶縁膜である。１０は蓄積容量上部電極である。９
は共通電極信号供給配線で、走査信号供給配線２と同層
かつ同時にパタン形成される。１２も共通電極信号供給
配線で、映像信号供給配線５と同層かつ同時にパタン形
成される。両者の共通電極信号供給配線は、接続部１３
により第２の絶縁層の開口パタン１４を介して電気的に
接続されている。８は第２の絶縁膜であるパッシベーシ
ョン絶縁膜を開口除去したパタンで、このパタンを介し
画素電極とドレイン電極または蓄積容量上部電極１０を
電気的に接続させる。
【００１５】このような構成の液晶表示装置のアレー基
板作成方法としてまず、ガラス基板１上に走査信号供給
配線２をスパッタリング成膜法にて薄膜堆積を行いフォ
トリソ工程、エッチング工程にて走査信号供給配線２の
パタンニングを行う。このような薄膜堆積、フォトリソ
工程、エッチング工程のパタンニングを繰り返しアモル
ファスシリコン半導体膜４、及び映像信号供給配線５及
びドレイン電極１１及び蓄積容量上部電極１０及び画素
電極７を形成する。
【００１６】このようななかで、半導体層の島化パタン
ニングにおいて優れたテーパー形状を得るためにフッ素
系のガスを用いたドライエッチ工法を採用することが多
い。
【００１７】図１は上記アレー基板作成方法の内、半導
体層の島化パタンニングエッチングからソース、ドレイ
ン電極層成膜までの工程フローを示す。前述のように、
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この間の工程としては、半導体層をフッ素系のガスを用
いてドライエッチングする工程、フォトレジストを剥離
する工程、ソース、ドレイン電極層を成膜する工程をこ
の順で含む。
【００１８】ここまで説明した工程フローは従来例を示
す図２と同じであり、本実施の形態を示す図１が従来例
を示す図２と異なるところは以下のとうりである。すな
わち、従来の液晶表示装置における製造方法は、スイッ
チング素子の半導体層層を、ドライエッチング工法を用
いてパタンニングする工程において、半導体層島化パタ
ン以外の部分に、ドライエッチングプロセスにおいて発
生するポリマ（レジストとＳｉとドライエッチングガス
成分からなる複合物）をゲート絶縁膜上に再付着させて
しまい、これが異物となって後のフォトレジストパタン
の変形や、ピンホールを発生させることになる。
【００１９】これにより、配線間のショート不良が増加
し、製造工程における歩留まりの低下を引き起こす事に
なる。これに対し、本発明は図１に示すように、半導体
層のパタンニングをドライエッチ工法を利用して行い、
エッチングした後、次の薄膜堆積前に希ＨＦにてエッチ
ングすることによって、半導体層のパタンニング時に発
生するポリマを除去し、配線間のショート不良を低減し
製造工程における歩留まりの向上につなげることができ
る。
【００２０】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、半導体層
のパタンニングをドライエッチ工法を利用して行い、エ
ッチングした後、次の薄膜堆積前に希ＨＦにてエッチン*
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*グすることによって、半導体層のパタンニング時に発生
するポリマを除去し、配線間のショート不良を、画面サ
イズが１５インチ程度の液晶表示装置において従来は１
０％以上であったが、３％以下にまで低減することがで
き、産業的価値が大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態における液晶表示装置の製
造方法の一部フロー図
【図２】従来の液晶表示装置の製造方法の一部フロー図
【図３】従来の液晶表示装置の一部概略図
【図４】従来の液晶表示装置の一部断面図
【図５】従来の液晶表示装置の一部断面図
【符号の説明】
１  ガラス基板
２  走査信号供給配線
３  第１絶縁膜
４  アモルファスシリコン半導体膜
５  映像信号供給配線
６  第２絶縁膜
７  画素電極
８  画素電極／ドレイン電極及び蓄積容量上部電極コン
タクトパタン
９  共通電極信号供給配線
１０  蓄積容量上部電極
１１  ドレイン電極
１２  共通電極信号供給配線
１３  接続部
１４  共通電極信号供給配線間コンタクトパタン

【図１】 【図２】 【図４】
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（带更正） 在用于制造液晶显示装置的常规方法中，在使用干蚀刻方法
对开关元件的半导体层进行图案化的步骤中，将在干蚀刻工艺中产生的
聚合物施加到除半导体层岛图案以外的部分上。 栅极绝缘膜上的再沉积
导致异物变形并且光致抗蚀剂图案变形并且产生针孔，这增加了布线之
间的短路缺陷并降低了制造过程中的成品率。 原因 解决方案：为了除去
在对半导体层进行构图时生成的聚合物，减少短路缺陷并提高制造过程
中的成品率，可使用干蚀刻方法对半导体层进行构图。 之后，通过在下
一次薄膜沉积之前用稀HF进行蚀刻，去除了在半导体层的图案化过程中
产生的聚合物，减少了布线之间的短路缺陷，并且提高了制造工艺中的
成品率。
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